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ａｐｐｌｉｅｄ，ｓｉｍｉｌａｒｔｏＦｉｇ．５（ａ），ｆｉｌｍｔｈｉｃｋｎｅｓｓｃｈａｎｇｅｓｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎａｌ

ｔｏｔｈｅｒｅｃｉｐｒｏｃａｌｏｆａｎｅｘｐｏｎｅｎｔｉａｌｆｕｎｃｔｉｏｎｏｆｔｈｅｄｉｓｔａｎｃｅｆｒｏｍ

ｔｈｅｆｒｏｎｔｅｄｇｅｏｆａｓａｍｐｌｅ．Ｔｈｒｏｕｇｈｃａｌｃｕｌａｔｉｏｎａｎｄｅｘｐｅｒｉｍｅｎｔｓ

ｔｈｅｙｆｏｕｎｄｔｈａｔｔｈｅｕｎｉｆｏｒｍｉｔｙｏｆｔｈｅｆｉｌｍｔｈｉｃｋｎｅｓｓｗａｓｉｍｐｒｏｖｅｄ

ｂｙｔｈｅｉｎｃｌｉｎａｔｉｏｎｏｆｓｕｂｓｔｒａｔｅｓａｎｄｔｈｅｈｉｇｈｌｉｎｅａｒｖｅｌｏｃｉｔｙｏｆ

ａｃａｒｒｉｅｒｇａｓ。

工ｎｔｈｅｃａｓｅｏｆｔｈｉｓｉｎｖｅｓｔｉｇａｔｉｏｎ，ｔｈｅｆｕｒｔｈｅｒｉｎｃｒｅａｓｅｏｆ
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ｕｎｄｅｒｔｈｅｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｏｆｔｏｏ１０ｗＣ３”８ｆｌｏｗｒａｔｅａｎｄｔｏｏｌｏｎｇ

ｃａｒｂｏｎｉｚａｔｉｏｎｔｉｍｅ［３］，ｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙ．Ｔｏｏｂｔａｉｎｓｉｎｇｌｅ－ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ

ｇｒｏｗｎｌａｙｅｒｓ，ｓｉｎｇｌｅ－ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅｃａｒｂｏｎｉｚｅｄｂｕｆｆｅｒｌａｙｅｒｓａｒｅ

ｐｒｅｆｅｒａｂｌｅ．

ＡｃａｒｅｆｕｌｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｏｆＦｉｇ．７ｒｅｍｉｎｄｓｕｓｏｆｔｈｅｅｘｉｓｔｅｎｃｅ

ｏｆｅｘｔｒａ－ｓｐｏｔｓａｎｄｓｔｒｅａｋｓｓｐｒｅａｄｉｎｇｔｏ〈１１１〉｀４’．Ｔｈｅｅｘｔｒａ－ｓｐｏｔｓ

ａｎｄｓｔｒｅａｋｓａｒｅｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄｔｏｂｅｏｒｉｇｉｎａｔｅｄｆｒｏｍｔｈｅｅｘｉｓｔｅｎｃｅｏｆ

ｔｗｉｎｎｉｎｇａｎｄｓｔａｃｋｉｎｇｆａｕｌｔｓ［４］，ｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙ．Ｔｈｅｒｅｉｓａｌａｒｇｅ

ｌａｔｔｉｃｅｍｉｓｍａｔｃｈｏｆ２０１ｂｅｔｗｅｅｎＳｉａｎｄ３Ｃ－ＳｉＣ，ａｎｄｔｈｅｙｈａｖｅ

ｄｉｆｆｅｒｅｎｔｔｈｅｒｍａｌｅｘｐａｎｓｉｏｎｃｏｅｆｆｉｃｉｅｎｔｓ．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｔｈｉｎｇｒｏｗｎ

ｌａｙｅｒｓａｒｅｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄｔｏｃｏｎｔａｉｎｈｉｇｈ－ｄｅｎｓｉｔｙｃｒｙｓｔａｌｄｅｆｅｃｔｓ

ｉｎｄｕｃｅｄｂｙｌａｔｔｉｃｅｍｉｓｍａｔｃｈａｎｄｓｔｒｅｓｓｄｕｅｔｏｔｈｅｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｉｎ

ｔｈｅｒｍａｌｅｘｐａｎｓｉｏｎ．

Ａｓｍｅｎｔｉｏｎｅｄａｂｏｖｅ，ｔｈｅｃａｒｂｏｎｉｚｅｄｌａｙｅｒｓｗｅｒｅｃｏｎｆｉｒｍｅｄｔｏ

ｂｅｓｉｎｇｌｅｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅｂｙＲＨＥＥＤｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ．（工ｎｔｈｅｓｔｒｉｃｔｓｅｎｓｅ．

ｓｉｎｃｅｔｗｉｎ－ｓｐｏｔｓｗｅｒｅｓｌｉｇｈｔｌｙｏｂｓｅｒｖｅｄ，ｔｈｅｙｗｅｒｅｎｏｔｓｉｎｇｌｅ

ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｏａｖｏｉｄｒｅｐｅａｔｅｄｔｒｏｕｂｌｅｓｏｍｅｅｘｐｌａｎａｔｉｏｎｓ

ｈｅｒｅａｆｔｅｒｔｈｅｙａｒｅｃａｌｌｅｄｔｏｂｅｓｉｍｐｌｙ”ｓｉｎｇｌｅｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ”．）

Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｈｅｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎｏｂｔａｉｎｅｄｂｙＲＨＥＥＤｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｗａｓｄｕｅｔｏ

ｔｈｅａｒｅａｊｕｓｔｃｌｏｓｅｔｏｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｏｆｓａｍｐｌｅｓ．Ｂｅｃａｕｓｅ，ｔｈｅ

ｉｎｃｉｄｅｎｃｅａｎｇｌｅｏｆｅｌｅｃｔｒｏｎｂｅａｍｓｆｏｒＲＨＥＥＤｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｉｓｖｅｒｙ

ｌｏｗａｎｄｔｈｅｐｅｎｅｔｒａｔｉｏｎｄｅｐｔｈｏｆｅｌｅｃｔｒｏｎｉｓｎｏｔｄｅｅｐ［５］．Ｔｏ

ｄｉｓｃｕｓｓｔｈｅｍｅｃｈａｎｉｓｍｏｆｃａｒｂｏｎｉｚａｔｉｏｎｏｆＳｉ，ｔｈｅｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ

ｆｒｏｍｔｈｅｉｎｔｅｒｆａｃｅｓｈｏｕｌｄｂｅｕｔｉｌｉｚｅｄ．

ＡｎＡＥＳ｛Ａｕｇｅｒｅｌｅｃｔｒｏｎｓｐｅｃｔｒｏｓｃｏｐｙ）ｄｅｐｔｈｐｒｏｆｉｌｅｏｆｔｈｅ

ｃａｒｂｏｎｉｚｅｄｌａｙｅｒｏｎＳｉ（ＩＯＯ）ｉｓｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇ．９．Ｔｈｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ

ｒａｔｉｏｏｆＳｉａｎｄＣｗａｓｃｌｏｓｅｔｏ１．０ｉｎｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｌａｙｅｒｏｆ７ｎｍｉｎ

ｄｅｐｔｈ．ＧｒａｄｕａｌｃｈａｎｇｅｉｎｔｈｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｆｒｏｍＳｉｃｔｏＳｉｗａｓ

ｏｂｓｅｒｖｅｄｉｎｔｈｅｌａｙｅｒｏｆ２２ｎｍｉｎｄｅｐｔｈｕｎｄｅｒｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｌａｙｅｒｏｆ

Ｓｉｃ．ＴｈｅｎｔｈｅｔｏｔａｌｔｈｉｃｋｎｅｓｓｆｒｏｍｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｔｏｔｈｅＳｉ

ｓｕｂｓｔｒａｔｅｗａｓ２９ｎｍ．Ｔｈｅｓｅｖａｌｕｅｓｗｅｒｅｅｓｔｉｍａｔｅｄｕｓｉｎｇａｎｅｔｃｈｉｎｇ

ｒａｔｅｏｆ３ｎｍ／ｍｉｎ．Ｓｉｍｉｌａｒｒｅｓｕｌｔｓｗｅｒｅｏｂｔａｉｎｅｄｆｏｒｔｈｅｃａｒｂｏｎｉｚｅｄ

ｌａｙｅｒｏｎＳｉ（ｉｉｉ）．ＥｘｃｅｐｔｆｏｒＳｉｃ，ｎｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅｃｏｍｐｏｕｎｄｓｏｆ

ＳｉｘＣＩ－ｘ（ｘく１）ａｒｅｋｎｏｗｎ．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｔｈｅｅｘｉｓｔｅｎｃｅｏｆｔｈｅｌａｙｅｒ

ｗｈｅｒｅｔｈｅｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎｃｈａｎｇｅｓｇｒａｄｕａｌｌｙｉｓｈａｒｄｔｏｕｎｄｅｒｓｔａｎｄ．

Ｆｉｇｕｒｅ１０ｓｈｏｗｓａｓｕｒｆａｃｅｏｆａｃａｒｂｏｎｉｚｅｄｌａｙｅｒｏｂｓｅｒｖｅｄｂｙａ
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ｂｕｆｆｅｒｌａｙｅｒｏｎＳｉ（１００）．
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Ｎｏｍａｒｓｋｉｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ．Ｓｌｉｇｈｔｒｏｕｇｈｎｅｓｓｗａｓｏｂｓｅｒｖｅｄ．Ｉｆｔｈｉｓ

ｒｏｕｇｈｎｅｓｓｍｅａｎｓｔｈａｔｔｈｅｔｈｉｃｋｎｅｓｓｏｆＳｉｃｗａｓｎｏｔｕｎｉｆｏｒｍｂｅｃａｕｓｅ

ｏｆｉｓｌａｎｄｇｒｏｗｔｈ，ｔｈｅｒｅｉｓａｐｏｓｓｉｂｉｌｉｔｙｔｈａｔｔｈｅｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｉｎ

ｔｈｅｔｈｉｃｋｎｅｓｓｗａｓｏｂｓｅｒｖｅｄａｓｔｈｅｇｒａｄｕａ１ｃｈａｎｇｅｏｆｔｈｅ

ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎａｒｏｕｎｄｔｈｅｉｎｔｅｒｆａｃｅｉｎｔｈｅｄｅｐｔｈｐｒｏｆｉｌｅｏｆＡＥＳ．

Ｅｖａｌｕａｔｉｏｎｏｆｔｈｅｃａｒｂｏｎｉｚｅｄｌａｙｅｒｂｙｅｌｌｉｐｓｏｍｅｔｒｙｇａｖｅａ

ｔｈｉｃｋｎｅｓｓｏｆａｂｏｕｔ１３－２０ｎｍａｎｄａｒｅｆｒａｃｔｉｖｅｉｎｄｅｘｏｆ２．７．Ｔｈｉｓ

ｖａｌｕｅｏｆｔｈｅｒｅｆｒａｃｔｉｖｅｉｎｄｅｘｉｓｃｌｏｓｅｔｏｔｈａｔｏｆ３Ｃ－ＳｉＣｏｆ

２．６４．Ａｓｉｍｐｌｅｔｗｏ－ｌａｙｅｒｍｏｄｅｌｗａｓｕｓｅｄｔｏｃａｌｃｕｌａｔｅｔｈｅ

ｔｈｉｃｋｎｅｓｓａｎｄｔｈｅｒｅｆｒａｃｔｉｖｅｉｎｄｅｘｏｆｔｈｅｆｉｌｍ．工ｆｔｈｅｒｅａｒｅ

ｓｏｍｅｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｔｅｌａｙｅｒｓ，ａｍｕｌｔｉｌａｙｅｒｍｏｄｅ１ｓｈｏｕｌｄｂｅ

ａｄｏｐｔｅｄ［６１．

ＴＥＭ（ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｅｌｅｃｔｒｏｎｍｉｃｒｏｓｃｏｐｅ）ｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｏｆｔｈｅ

ｉｎｔｅｒｆａｃｅｗａｓｃａｒｒｉｅｄｏｕｔ．ＡＣＶＤｇｒｏｗｎｌａｙｅｒｏｎ（１００）ｗｉｔｈａ

ｔｈｉｃｋｎｅｓｓｏｆ１ＯＯｎｍｗａｓｕｓｅｄ．Ｆｉｇｕｒｅ１１（ａ）ｓｈｏｗｓａｎＸＴＥＭ（ｃｒｏｓｓ－

ｓｅｃｔｉｏｎａｌＴＥＭ）ｍｉｃｒｏｇｒａｐｈｏｆｔｈｅｉｎｔｅｒｆａｃｅａｒｅａｏｂｓｅｒｖｅｄｆｒｏｍｔｈｅ

〈１１０〉ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ．工ｎｔｅｒｖａｌｓｏｆｏｂｓｅｒｖｅｄｓｔｒｉｐｅｓｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｔｏｔｈｅ

ｌａｔｔｉｃｅｓｐａｃｉｎｇｏｆ（１１１）ｆａｃｅｓ［７］ａｎｄｔｈｅｓｔｒｉｐｅｓｓｐｒｅａｄａｌｏｎｇ

ｏｎｅｏｆｔｈｅ〈１１１〉ｄｉｒｅｃｔｉｏｎｓｆｏｒｍｉｎｇａｎａｎｇｌｅｏｆ５５°ｗｉｔｈｔｈｅ

（１００）ｆａｃｅ．Ｄａｒｋａｎｄｌｉｇｈｔｌｉｎｅｓｓｐｒｅａｄａｌｏｎｇａｎｏｔｈｅｒ〈１１１〉

ｄｉｒｅｃｔｉｏｎａｎｄｆｏｒｍ５５°ｗｉｔｈｔｈｅ（１００）ｆａｃｅ，ｗｈｉｃｈｍｅａｎｓｔｈｅ

ｅｘｉｓｔｅｎｃｅｏｆｐｌａｎｅｄｅｆｅｃｔｓ．Ｔｈｅｓｅｐｌａｎｅｄｅｆｅｃｔｓａｒｅｐｒｏｂａｂｌｙ

ｓｔａｃｋｉｎｇｆａｕｌｔｓｏｒｍｉｃｒｏｔｗｉｎｓ．ＴｈｅｏｂｓｅｒｖｅｄｉｎｔｅｒｆａｃｅｂｅｔｗｅｅｎＳｉｃ

ａｎｄＳｉｗａｓｖｅｒｙｓｈａｒｐ．Ｓｉｎｃｅｔｈｅｌａｔｔｉｃｅｓｐａｃｉｎｇｓｏｆｔｈｅ（１１１）

ｆａｃｅｓｄｉｆｆｅｒｉｎＳｉｃａｎｄＳｉ，ａｌｌｔｈｅｓｔｒｉｐｅｓｃａｎｎｏｔｂｅｃｏｎｎｅｃｔｅｄ

ｏｎｅｂｙｏｎｅ．Ｔｈｅｅｎｌａｒｇｅｄｐｉｃｔｕｒｅｏｆｔｈｅｉｎｔｅｒｆａｃｅａｒｅａｉｓｓｈｏｗｎ

ｉｎＦｉｇ．１１（ｂ）．工ｎｔｈｉｓｐｉｃｔｕｒｅ，ｏｎｅｏｕｔｏｆ４ｏｒ５ｌｉｎｅｓｏｆｔｈｅ

ｓｔｒｉｐｅｓｉｓｄｉｓｃｏｎｎｅｃｔｅｄａｔｔｈｅｉｎｔｅｒｆａｃｅ．Ｔｈｉｓｉｎｔｅｒｖａｌ０ｆ

ｄｉｓｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎｓｗｅｌｌａｇｒｅｅｓｗｉｔｈｔｈｅｌａｔｔｉｃｅｍｉｓｍａｔｃｈｏｆ２０１

ｂｅｔｗｅｅｎＳｉａｎｄ３Ｃ－ＳｉＣ．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｔｈｅｓｅｄｉｓｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎｓｉｎｄｉｃａｔｅ

ｔｈａｔｐｅｒｉｏｄｉｃａｌｌｙｉｎｄｕｃｅｄｄｅｆｅｃｔｓａｒｅｉｍｐｏｒｔａｎｔｆｏｒｌａｔｔｉｃｅ－

ｍｉｓｍａｔｃｈｅｄｅｐｉｔａｘｉａｌｇｒｏｗｔｈｏｆ３Ｃ－ＳｉＣｏｎＳｉ（１００）．

３－２．Ｅｐｉｔａｘｉａｌｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ

Ｅｐｉｔａｘｉａｌｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｏｆｓｕｂｓｔｒａｔｅｓａｎｄｈｅｔｅｒｏｅｐｉｔａｘｉａｌｌｙ
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ｇｒｏｗｎｌａｙｅｒｓｃａｎｂｅｉｄｅｎｔｉｆｉｅｄｕｔｉｌｉｚｉｎｇｅｔｃｈｐｉｔｓ，ｃｌｅａｖｉｎｇｏｒａ

ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎｔｅｃｈｎｉｑｕｅ．工ｎｔｈｉｓｓｕｂｓｅｃｔｉｏｎ，ａｄｉｒｅｃｔｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎ

ｔｅｃｈｎｉｑｕｅｏｆｔｈｅｅｐｉｔａｘｉａ１ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｕｓｉｎｇｅｌｅｃｔｒｏｎ

ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎｉｓｄｅｍｏｎｓｔｒａｔｅｄ．Ｅｌｅｃｔｒｏｎｂｅａｍｗａｓｅｘｐｏｓｅｄｔｏｔｈｅ

ｅｄｇｅｏｆａｓａｍｐｌｅａｓｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇ．１２．Ｔｈｅｓｕｐｅｒｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆａ

ｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎｐａｔｔｅｒｎｆｒｏｍａｓｕｂｓｔｒａｔｅａｎｄａｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎｐａｔｔｅｒｎ

ｆｒｏｍａｇｒｏｗｎｌａｙｅｒｏｒａｃａｒｂｏｎｉｚｅｄｌａｙｅｒｗａｓｏｂｔａｉｎｅｄ．Ｆｉｇｓ．１３｛ａ）

ａｎｄ（ｂ）ｓｈｏｗｏｂｔａｉｎｅｄｐａｔｔｅｒｎｓｏｆｇｒｏｗｎ：ＬａｙｅｒｓｏｎＳｉ（ＩＯＯ）ａｎｄ

（Ｉｌｌ）ｓｕｂｓｔｒａｔｅｓ，ｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙ．ＴｈｏｕｇｈＣＶＤｇｒｏｗｎｌａｙｅｒｓｗｅｒｅｕｓｅｄ

ｔｏｔａｋｅｔｈｅｓｅｐａｔｔｅｒｎｓ，ｔｈｅｏｂｔａｉｎｅｄｅｐｉｔａｘｉａｌｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｗａｓ

ｔｈｅｓａｍｅａｓｔｈａｔｆｏｒｃａｒｂｏｎｉｚｅｄｌａｙｅｒｓ．Ａｓｃｈｅｍａｔｉｃｅｘｐｌａｎａｔｉｏｎ

ｏｆＦｉｇ．１３ｉｓｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇ．１４．Ｆｏｒａ（１００）ｓｕｂｓｔｒａｔｅｉｎＦｉｇ．１４（ａ）

ｓｕｐｅｒｐｏｓｉｔｉｏｎｏｆ＜１００〉ａｚｉｍｕｔｈｐａｔｔｅｒｎｓｏｆｂｏｔｈＳｉａｎｄＳｉＣ（ＩＯＯ）

ｗａｓｏｂｔａｉｎｅｄ．工ｎｔｈｅｐｒｅｖｉｏｕｓｓｅｎｔｅｎｃｅｔｈｅｉｎｄｅｘｏｆａｐｌａｎｅｗａｓ

ｇｉｖｅｎｏｎｌｙｔｏＳｉｃ，ｂｅｃａｕｓｅｔｒａｎｓｍｉｓｓｉｏｎａｎｄｒｅｆｌｅｃｔｉｏｎ

ｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎｔｏｏｋｐｌａｃｅｆｏｒａＳｉｓｕｂｓｔｒａｔｅａｎｄａＳｉｃｇｒｏｗｎｌａｙｅｒ，

ｒｅｓｐｅｃｔｉｖｅｌｙ．工ｎｔｈｅｃａｓｅｏｆａ（１１１）ｓｕｂｓｔｒａｔｅ〈２１１〉ａｚｉｍｕｔｈ

ｐａｔｔｅｒｎｓｏｆＳｉａｎｄＳｉＣ｛１１１）ｗｅｒｅｏｂｔａｉｎｅｄａｓｓｈｏｗｎｉｎＦｉｇ１４，｛ｂ）．

Ｃｏｎｃｌｕｓｉｖｅｌｙ，ｔｈｅｆｏｌｌｏｗｉｎｇｅｐｉｔａｘｉａｌｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｓａｒｅｏｂｔａｉｎｅｄ．

ＦｏｒｔｈｅｇｒｏｗｔｈｏｎＳｉ（ＩＯＯ）：

３Ｃ－ＳｉＣ（１００）／／Ｓｉ（１００），３Ｃ－ＳｉＣ［０１１］／／Ｓｉ［ｏｉｌ］，ａｎｄ

ｆｏｒｔｈｅｇｒｏｗｔｈｏｎＳｉ（１１１）：

－－
３Ｃ－ＳｉＣ（１１１）／／Ｓｉ（ｎｉ），３Ｃ－ＳｉＣ［０１１］／／Ｓｉ［０１１】

Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｈｉｓｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎｄｏｅｓｎｏｔｄｅｓｃｒｉｂｅｔｈｅｓｔｒｉｃｔｅｐｉｔａｘｉａｌ

一一－
ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐ．Ｂｅｃａｕｓｅ，ｉｎｓｐｉｔｅｔｈａｔｆｏｒ３Ｃ－ＳｉＣ（１１１）ａｎｄ（１１１）

－－
ａｒｅｎｏｔｅｑｕａｌａｎｄｆｏｒｂｏｔｈＳｉａｎｄ３Ｃ－ＳｉＣ［０１１］ａｎｄ［Ｏｉｌ］ａｒｅｎｏｔ

ｅｑｕａｌ，ｔｈｅｙａｒｅｎｏｔｄｉｓｔｉｎｇｕｉｓｈｅｄｈｅｒｅ．Ｔｏｏｂｔａｉｎｔｈｅｓｔｒｉｃｔ

ｒｅｌａｔｉｏｎｓｈｉｐｕｔｉｌｉｚａｔｉｏｎｏｆｏｔｈｅｒｔｅｃｈｎｉｑｕｅｓｍａｙｂｅｎｅｃｅｓｓａｒｙ・

４．Ｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｉｔｙｏｆｇｒｏｗｎｌａｙｅｒｓ

４－１．ＤｅｐｅｎｄｅｎｃｅｏｎＳｉ／Ｃｒａｔｉｏ

Ｓｕｒｆａｃｅｍｏｒｐｈｏｌｏｇｙａｎｄｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｉｔｙｏｆｔｈｅｇｒｏｗｎｌａｙｅｒｓａｒｅ
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ＲＨＥＥＤｐａｔｔｅｒｎｓ．Ｔｈｅｓｕｒｆａｃｅｓｏｆｔｈｅｇｒｏｗｎｌａｙｅｒｓｏｎ（１１０）ａｎｄ
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＊Ｎｏｔｅ：ＲｅｃｅｎｔｌｙｔｈｅｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎｏｆＣ２Ｈ２ｉｎｔｏＣ２Ｈ４ｕｎｄｅｒａＨ２

ａｍｂｉｅｎｃｅｉｎｃｙｌｉｎｄｅｒｓｗａｓｆｏｕｎｄ［１４１．Ｔｈｅｓａｍｅｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎｗａｓ

ｃｏｎｓｉｄｅｒｅｄｔｏｔａｋｅｐｌａｃｅｉｎｔｈｅｕｓｅｄｃｙｌｉｎｄｅｒｓｆｏｒｔｈｉｓ

ｉｎｖｅｓｔｉｑａｔｉｏｎ．Ｂｅｃａｕｓｅ，ｔｈｅｍｏｄｅｒａｔｅＳｉ／Ｃｒａｔｉｏａｌｗａｙｓｖａｒｉｅｄ

ａｆｔｅｒｔｈｅｒｅｐｌａｃｅｍｅｎｔｏｆｔｈｅｃｙｌｉｎｄｅｒｓｏｆＣ２Ｈ２．工ｎｏｔｈｅｒｗｏｒｄｓ，

ｔｈｅｕｓｅｄｃａｒｂｏｎｓｏｕｒｃｅｗａｓａｍｉｘｔｕｒｅｏｆＣ２Ｈ２ａｎｄＣ２Ｈ４゛

Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｔｈｅＳｉ／Ｃｒａｔｉｏｗａｓｎｏｔｄｉｓｃｕｓｓｅｄｉｎｄｅｔａｉｌｉｎｔｈｉｓ

ｓｅｃｔｉｏｎ．

７．Ｓｕｍｍａｒｙ

Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎｏｆｃａｒｂｏｎｉｚｅｄｌａｙｅｒｓｗａｓｃａｒｒｉｅｄｏｕｔ．Ｂｙ

ＲＨＥＥＤｏｂｓｅｒｖａｔｉｏｎｔｈｅｃａｒｂｏｎｉｚｅｄｌａｙｅｒｓｇｒｏｗｎｕｎｄｅｒｏｐｔｉｍｉｚｅｄ

ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓｗｅｒｅｆｏｕｎｄｔｏｂｅｓｉｎｇｌｅｃｒｙｓｔａｌｌｉｎｅ３Ｃ－ＳｉＣ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，

ｔｈｅｙｃｏｎｔａｉｎｅｄｃｒｙｓｔａｌｄｅｆｅｃｔｓｓｕｃｈａｓｓｔａｃｋｉｎｇｆａｕｌｔｓａｎｄ

ｔｗｉｎｎｉｎｇ．ＴｈｅｄｅｎｓｉｔｙｏｆｔｈｅｓｅｄｅｆｅｃｔｓｉｎＣＶＤｇｒｏｗｎｌａｙｅｒｓｗａｓ
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Ｓｉｎｇｌｅｃｒｙｓｔａｌｇｒｏｗｔｈｏｆｔｈｅ３Ｃ－ＳｉＣｐｏｌａｒｆａｃｅｓｓｕｃｈａｓ
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ｆａｃｅｓｓｕｃｈａｓ（１１０）ａｎｄ・（２１１）ｗａｓｕｎｓｕｃｃｅｓｓｆｕｌ，ｗｈｉｃｈｗａｓ

ｅｘｐｌａｉｎｅｄｂｙａｓｓｕｍｉｎｇｔｈｅｆｉｒｓｔｇｒｏｗｎｌａｙｅｒｂｙｔｈｅｃａｒｂｏｎｉｚａｔｉｏｎ
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ｐｒｏｂｌｅｍｏｆ・ｃｒａｃｋｓａｎｄｗａｒｐ。
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ｇｒｏｗｔｈｒａｔｅｗａｓｅｆｆｅｃｔ‘ｉｖｅｔｏｍａｋｅｕｐｆｏｒｔｈｅｉｎｓｕｆｆｉｃｉｅｎｃｙ６ｆ

ｍｉｇｒａｔｉｏｎｅｆｆｅｃｔ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｃｒｙｓｔａｌｓｇｒｏｗｎａｔｌｏｗｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓ

ｗｅｒｅｉｎｆｅｒｉｏｒｔｏｔｈｏｓｅｇｒｏｗｎａｔｈｉｇｈｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｓｉｎ
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１１］Ｆ．Ｃ．Ｅｖｅｒｓｔｙｅｎ，ｐ．Ｊ．Ｗ．Ｓｅｖｅｒｎ，Ｃ．Ｈ．Ｊ．ｖ．ｄ．ＢｒｅｋｅｌａｎｄＨ．Ｌ．Ｐｅｅｋ，

Ｊ．Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍ．Ｓｏｃ．１１７（１９７０）９２５．

［２］工．Ｔａｎｉ，Ｎａｇａｒｅｇａｋｕ（Ｈｙｄｒｏｄｙｎａｍｉｃｓ），（工ｗａｎａｍｉ，Ｔｏｋｙｏ，１９６７），

ｐ．１３１，ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ・

［３］Ｈ．Ｓｕｈａｒａ，ＭａｓｔｅｒＴｈｅｓｉｓ，ＦａｃｕｌｔｙｏｆＥｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ，Ｋｙｏ．ｔｏ

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ，１９８３．

［４］Ｐ．Ｂ．Ｈｉｒｓｃｈ，Ａ．Ｈｏｗｉｅ，Ｒ．Ｂ．Ｎｉｃｈｏｌｓｏｎ，Ｄ．Ｗ．Ｐａｓｈｌｅｙａｎｄ

Ｍ．Ｊ．Ｗｈｅｌａｎ，ＥｌｅｃｔｒｏｎＭｉｃｒｏｓｃｏｐｙｏｆＴｈｉｎＣｒｙｓｔａｌｓ，

（Ｂｕｔｔｅｒｗｏｒｔｈｓ，Ｌｏｎｄｏｎ，１９６５），Ｃｈａｐｔｅｒ６．

［５］Ｍ．Ｐｌｕｔｔｏｎ，ＳｕｒｆａｃｅＰｈｙｓｉｃｓ，（ＯｘｆｏｒｄＵｎｉｖ，Ｐｒｅｓｓ，Ｏｘｆｏｒｄ，

１９７５），Ｃｈａｐｔｅｒ３．

［６］Ｃ．Ｊ．Ｄｅｌｌ’Ｏｃａ，Ｊ．Ｅｌｅｃｔｒｏｃｈｅｍ，Ｓｏｃ．１２０（１９７３）１２２５．

［７］Ｔ．工ｔ０，Ｔ．工ｎｕｚｕｋａ，ＫｅｓｓｙｏｕＮｏＨｙｏｕｋａ（Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎｏｆ

Ｃｒｙｓｔａｌｓ），（Ｃｏｒｏｎａ，Ｔｏｋｙｏ，１９８２），ｐ．１０７，ｉｎＪａｐａｎｅｓｅ．

［８］Ｔ．Ｏｈｍｉ，Ｓ．Ｋｕｒｏｉｗａ，Ｓ．Ｙｏｓｈｉｔａｋｅ，Ｈ．工ｗａｂｕｃｈｉ，Ｇ．Ｓａｔｏａｎｄ

Ｊ．Ｍｕｒｏｔａ，ＥｘｔｅｎｄｅｄＡｂｓｔｒ．１９ｔｈ．Ｃｏｎｆ．ＳｏｌｉｄｓｔａｔｅＤｅｖｉｃｅｓａｎｄ

Ｍａｔｅｒｉａｌｓ，Ｔｏｋｙｏ，１９８７（ＢｕｓｉｎｅｓｓＣｅｎｔｅｒｆｏｒＡｃａｄｅｍｉｃＳｏｃｉｅｔｉｅｓ

Ｊａｐａｎ，Ｔｏｋｙｏ，１９８７）ｐ．２３９．

［９］Ｃ．Ｈ．Ｃａｒｔｅｒ，Ｊｒ．，Ｒ．Ｆ．ＤａｖｉｓａｎｄＳ．Ｒ．Ｎｕｔｔ，Ｊ．Ｍａｔｅｒ．Ｒｅｓ．，

１（１９８６）８１１．

［１０］Ｊ．ＧｒａｕｌａｎｄＥ．Ｗａｇｎｅｒ，Ａｐｐｌ．Ｐｈｙｓ．Ｌｅｔｔ．２１（１９７２）６７．

【１１】八・Ｓｕｚｕｋｉ，ｐｒｉｖａｔｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ．

［１２］Ｃ．Ｗ．Ｐｅａｒｃｅ，Ｖ£Ｓ１Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ，（ＭｃＧｒａｗ－Ｈｉｌｌ，Ａｕｃｋｌａｎｄ，１９８３）

ｅｄｉｔｅｄｂｙＳ．Ｍ．Ｓｚｅ，Ｃｈａｐｔｅｒ２．

［１３］Ｆ．Ｍｉｅｎｏ。Ｙ．ＦｕｒｕｍｕｒａａｎｄＭ．Ｍａｅｄａ，ＥｘｔｅｎｄｅｄＡｂｓｔｒ．１８ｔｈ工ｎｔ．

－４２－



Ｃｏｎｆ．ＳｏｌｉｄｓｔａｔｅＤｅｖｉｃｅｓａｎｄＭａｔｅｒｉａｌｓ．Ｔｏｋｖｏ．１９８６（Ｂｕｓｉｎｅｓｓ

ＣｅｎｔｅｒｆｏｒＡｃａｄｅｍｉｃＳｏｃｉｅｔｉｅｓＪａｐａｎ，Ｔｏｋｙｏ，１９８６）ｐ．４９．

［１４１Ｈ．Ｓｈｉｏｍｉ，ｐｒｉｖａｔｅｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ．

－４３－


